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LED晶粒光學與電性量測標準草案
(徵求意見稿)

指導單位：經濟部技術處

推動單位：工業技術研究院

草擬單位 : LED照明標準及品質研發聯盟

 (中國電器、晶元光電、光寶科技、中盟光電、齊瀚光電、維明企業、一詮精密)

2008-11-14 發布

前言

有鑑於LED標準制定是LED產業與照明產業永續經營的重要關鍵，經濟部特邀集國內LED上中下游、測試設備與週邊材料廠家，組成「LED照明標準及品質研發聯盟」，並於2007年啟動「LED照明標準與品質研發應用整合計畫」，結合中國電器、晶元光電、光寶科技、中盟光電、齊瀚光電、維明企業及一詮精密等7家公司，與工研院電光所、能環所，共同建立一套較為完整的LED相關產品之光電特性量測與品質驗證規範，藉此提升國內LED之製造品質及量測評估能力。

    該聯盟目前已完成第二階段4份標準草案，本份草案訂為「LED晶粒光學與電性量測標準草案」。草案內容將公告於經濟部技術處網站，蒐集業界意見，後續將透過公協會，使標準草案之訂定能更符合業界需求，以作為業界規範參考與政府制定相關標準之支援。

LED晶粒光學與電性量測標準草案
1. 適用範圍
本標準適用於發光二極體晶粒(LED晶粒)之電性與光學特性之量測方法。
2. 用語釋義
本標準所用之主要名詞定義除依CNS XXXXXXX之規定外，增加下列名詞定義。
(1) LED晶粒(LED die)：由半導體材料晶圓片分割出來，具有PN接面的獨立個體。表面有PN電極可連接激發電源，經由電能激發後，可以發光。
(2) 晶粒承載座(die carrier)：承載LED晶粒的載具，具有至少兩外引腳，作為連接晶粒PN電極到外部電源用。
(3) 待測LED：LED晶粒經由固晶打線安裝好於晶粒承載座後簡稱為”待測LED”。
3. LED晶粒量測用載具

3.1 概述

本規範建議使用固晶膠將晶粒固定於晶粒承載座上，並完成電極接.線後，再進行晶粒各項光電特性量測。其中晶粒承載座、固晶膠與電極接線因與晶粒緊密接觸，對晶粒光電特性的量測結果有很大影響，必須給予明確規範。
3.2 晶粒承載座：採用平面式(非凹杯式)承載座放置晶粒，使晶粒正面與側面出光都能不受
阻擋；承載座表面對待測LED晶粒光線的反射率應大於95%以上。
3.3 固晶膠：建議採用透明膠作為固晶膠，晶粒的基板若是透光材料，晶粒周圍固晶膠的高度不宜超過晶粒高度的五分之一。倒裝型(flip chip)晶粒可採用銲料、金球或金塊(Au bump)固晶。
3.4 電極接線：接線機的功能與設定參數應定期校驗，建議採用金線作接線，金線之直徑建議為25μm，金球直徑不宜超過晶粒電極墊範圍。
4. 量測條件

4.1溫度：無特別規定時，環境溫度於量測期間定為25±2℃。
4.2濕度：無特別規定時，相對濕度為60±20%。
4.3 LED晶粒接面溫度：為避免晶粒PN接面溫升造成量測誤差、測試時須將待測LED置於由熱電致冷控溫器(TE Cooler，TEC)控溫的測試座上，熱電致冷控溫器的控溫能力於25℃時為±0.1℃。
4.4 LED晶粒接面溫度控制方式：

(1) 啟動熱電致冷控溫器使待測LED維持在25℃，以額定電流值大小的脈衝電流量測待測LED的順向電壓，電流脈衝寬度應不大於0.3ms，所量測電壓值即是LED晶粒在25℃時的順向電壓(
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   (2) 改以持續額定電流驅動待測LED並監測待測LED的順向電壓值。
(3) 調整熱電致冷控溫器使待測LED順向電壓穩定值維持在4.4(1)節量得的順向電壓(
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)，此時LED晶粒接面溫度視為25℃。
4.5 LED供電方式：以額定電流持續驅動待測LED並藉由熱電致冷控溫器的調整維持LED晶粒接面溫度在25℃。
5. 量測機器與裝置
5.1 量測用電源：脈衝電流超越量(overshoot) 應小於1%；直流電源誤差應在±0.2%以下。
電性量測用計量器及儀器：無特別規定時，計量器使用CNS 10907(指示電計器)規定之0.5級品。量測儀器之精確度需在0.5級及同等以上。 
5.2 光度計(photometer)：通常由一光度計頭(包含光偵測器、濾光器、入射孔徑)及一放大電路所組成。需具備良好且一致之空間響應(spatial responsivity)。建議光度計頭之f1’(視效函數匹配性)須小於3.0%。對於發光光譜分佈位於視效函數兩側低準位區段之單色LED晶粒，建議需針對光度計頭之相對分光感度來進行光譜差異修正。

5.3 分光輻射計(spectroradiometer)：對所量測之波長範圍具有必要的帶域特性，並具有充分之解析力者。頻寬(bandpass)應小於3nm。波長精確度須小於或等於±0.5nm(以汞氬燈或雷射比對)。
5.4 積分球(integrating sphere)：內部(壁面、遮光板以及治具等)應具備相同之白色擴散反射特性。球體直徑須不小於200mm。內壁反射率須介於90%~95%。總開口埠面積須小於球體內壁面積的4%。
6. 量測有關之注意事項
6.1 電位基準點：在待測LED晶粒之各電極施加的電位基準點為其陰極端子。

6.2 遮光：為使量測值不受外來光或其他放射線影響，量測時需適當遮光。
6.3 絕對最大額定值：為確保待測LED晶粒的正常動作，即使在暫態也不能超過電壓及電流之絕對最大額定值。

6.4 暖機：量測設備需充分進行暖機(warming up)。
7. 電氣、光學特性之量測

7.1 順向電壓(
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)
依4.3~4.5節 LED供電方式驅動待測LED，量測程序依CNS XXXXXXX之規定
7.2 逆向電流(
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) 
依CNS XXXXXXX之規定量測
7.3 平均LED光強度(ILED)
依4.3~4.5節 LED供電方式驅動待測LED，量測程序依CNS XXXXXXX之規定，量測距離是從待測LED的頂端至光度計頭的入射孔徑之基準面。
7.4 全光通量
依4.3~4.5節LED供電方式驅動待測LED，量測程序依CNS XXXXXXX之規定。
7.5 發光光譜分佈
依4.3~4.5節LED供電方式驅動待測LED，量測程序依CNS XXXXXXX之規定。
7.6 指向特性
依4.3~4.5節LED供電方式驅動待測LED，量測程序依CNS XXXXXXX之規定。
引用標準：

CNS XXXXXXX  LED元件光學與電性量測標準

聯絡人：范馨文

E-mail：sw_fan@itri.org.tw
電話：03-5912575
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